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Поверхности GaAs с адсорбированными слоями цезия широко используются как модельная система для исследования начальных стадий формирования границ раздела металл-полупроводник, а также как основа p-GaAs(Cs,O) фотоэмиттеров с отрицательным эффективным электронным сродством. В последнее время поверхности полупроводников с относительно небольшим положительным эффективным сродством (* ~ 0.2-0.4 эВ также привлекают внимание в связи с возможностью повышения эффективности преобразования солнечной энергии за счет использования "фотонно-усиленной термоэмиссии" электронов, рожденных светом ниже уровня вакуума и термализованных вверх по энергии благодаря поглощению фононов (photon-enhanced thermionic emission, PETE) [1]. Для создания PETE-устройств, сочетающих преимущества "фотонных" и "тепловых" солнечных элементов, система Cs/GaAs представляет интерес благодаря подходящей для поглощения солнечного излучения ширине запрещенной зоны GaAs и возможности подобрать оптимальную величину сродства путем нанесения субмонослойного цезиевого покрытия. Проблема состоит в нестабильности этой системы при повышенных температурах, а также в отсутствии данных по вероятности выхода электронов в вакуум. 

В данной работе методом спектроскопии квантового выхода фотоэмиссии, адаптированным для исследования систем с параметрами, меняющимися во времени [2], экспериментально изучена эволюция эффективного сродства (* и вероятности выхода электронов в вакуум P при адсорбции цезия на поверхности сильнолегированного p-GaAs(001) с различным соотношением галлия и мышьяка в поверхностном слое. В дозовых зависимостях вероятностей выхода "горячих" электронов, рожденных светом выше уровня вакуума, а также термализованных электронов, эмитированных в вакуум благодаря PETE-процессу, обнаружены максимумы при Cs покрытиях около 0.4 монослоя. Установлено, что даже максимальные значения вероятностей выхода малы (<20%), что существенно ограничивает возможности создания эффективных PETE-преобразователей солнечной энергии [3]. Обсуждаются возможные причины малости и резонансного увеличения вероятностей выхода при определенных Cs покрытиях: надъямный резонанс при прохождении электронами области поверхностного изгиба зон и потенциала сил заряда-изображения, неупругое рассеяние электронов на границе раздела с вакуумом, а также особенности превращения электронов с блоховской волновой функцией в полупроводнике в свободные электроны в вакууме. 
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